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Apresentamos resultados experimen-
tais relacionados com a caracterizacao
de algumas amostras crescidas através da
epitaxia de feixe molecular (MBE).

Amostras de GaAs e AlyGaj_yAs nao
dopados e dopados com silicio foram ca-
racterizadas por fotocondutividade entre
300 e 77k. Estudamos a dependéncia do
sinal de resposta com o nivel de dopa-
gem, em funcdo do comprimento de onda e
do campo elétrico aplicado. Nas amostras
de AlyGa]-xAs observamos a  dependéncia
com o tempo.

INTRODUGAO

O GaAs e AlyGaj_yAs sao semicon-
dutores que tém recebido consideravel a-
tencdo atualmente devido a sua aplicagao

como heterocestrutura-laser semicondu-
torl.

Uma das técnicas utilizadas para
produzi-los & através de Epitaxia por

Feixe Molecular (MBE), que consiste no
crescimento de filmes de semicondutores
dos grupos III e V.

Através do processo de epitaxia
pode-se obter propriedades dpticas e e-
letrdonicas singulares.

Para a obtencdo desses dispositi-
vos opto-eletrdnicos é necessario elabo-
rar semicondutores do tipo n (dopado com
Si, Sn, ou Se.

A presenca de impurezas na camada
semicondytora diminue a performance des-
se filme?. Por isso & importante identi-
ficar o tipo de impureza contida na ca-
mada crescida pela técnica de MBE ou ou-
tras técnicas de crescimento3 Uma das
técnicas usadas para a deteccdo e iden-
tificagdo dessas impurezas & a fotocon-
dutividade5:6,

Através desse processo & possivel
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caracterizar amostras de GaAs e ligas co-
mo AlyGaj-xAs ndo dopados e dopados com
silicio ou outro tipo de dopagem.

Foi estudado a dependéncia do sinal
de resposta com o nivel de dopagem,em fun-
¢do da energia e da tensao aplicada.Nas a-
mostras de AlyGa).yxAs observamos a depen-
déncia com o tempo para estudar o compor-
tamento das impurezas profundas.

EXPERIMENTAL

As amostras foram crescidas num sis-
tema MBE MECA - 2000 sobre substrato de
GaAs (100) dopado com Cr com espessuras em
torno de 1 micron e concentracdes de por-
tadores variando entre 2x1015a 4x1018cm—3,
Os contatos elétricos foram feitos com In
fundindo pequenas porgdes do mesmo sobre
o filme. A difusd3o do In foi feita a 400°C
durante aproximadamente 2 minutos e em at-
mosfera de Nitrogénio. Esses contatos a-
presentaram bom comportamento dhmico nas
condicoes envolvidas nesse trabalho.

Usamos um criostato 6tico de cinco
janelas, no qual adaptamos dois passantes
eletricos no lugar de duas janelas para

permitir a introducdo de contatos elétri-
cos com a amostra situada no dedo frio.

A faixa espectral para a observacdo
da fotocondutividade foi no intervalo de
200 a 2000nm usando o espectrofotdometro
CARY - 17.

RESULTADOS E DISCUSSZO

A fig. 1 mostra um espectro tipico
da fotocondutividade do GaAs dopado com Si
em fun¢ido do campo elétrico a 300k. O pico
que aparece a 1.42 eV & identificado como
a transicdo intrinseca do gap. Na regiao
entre 1.25 ateé 0.9 - 1.0 eV aparece uma
forte fotocondutividade extrinseca do tipo
n. Como este efeito sO aparece a partir de
20 V/cm provavelmente & devido a presenga
de Cr no substrato. Campos elétricos meno-
res que 20 V/cm nd3o conseguem excitar o Cr
do substrato.
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MBE GaAs:Si '
300 K Um espectro tipico  da fotocondutivi-
dade em AlyGaj.yAs em fun¢do do campo elc-
~—— 50 V/cm trico (77k) esta mostrado na fig. 3. 0 gap
do AlyGaj.yAs € identificado a 1.87 eV. Os
\V*' picos localldeos entre 1.35 e 1.8 eV po-
dem ser devido a presenca de impurezas

e e 40 V/EM profundas. No intuito de melhor avaliar a
.
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dimensdo deste resultado foi observada a
dependéncia da resisténcia (77k) do
AlyGa]_xAs em funcao do tempo com feixes
. alternados de luz. A resisténcia desta a-
30 V/cm mostra diminue rapidamente quando a luz
incidente possue comprimento de onda supe-
rior ao gap. Essa diminui¢ao nao persiste
| guando a luz é desligada o que implica que
. o 20 Mcii o fenomeno da fotocondut%vidade persitentc
ssmrae TS (PPC)que caracteriza o nivel profundo do
tipo DX7 ndo foi obsevado nesta amostra.
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. Figura 1 - Espectro da Fotocondutividade

do GaAs:Si a temperatura 300k ] MBE - Al Ga, _, As
A fig. 2 indica que a fotoconduti- ] r = 77K
vidade intrinseca depende da temperatura: B
o pico devido a transicdo intrinseca o~ ]
corre em torno de 1.52 eV a 77k. Nesta 5]
temperatura a transicao a 1.25 eV e com- 3]
pletamente ocupada e a energia de ioniza- -~ -
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Figura 2 - Dependéncia da fotocondutivida- Figura 3 - Espectro da fotocondutividade
de em fungdo da temperatura para campo e~ do AlyGaj.yxAs a temperatura 77k
létrico fixo
0 2

Minami, et all



figura 4 - Dependéncia da fotocondutivida-
de do AlyGaj-xAs:Si

CONCLUSAO

As energias observadas para transi-
cdo intrinsecas tanto no GalAs como no
AlyGaj].yAs apresentaram valores bem proxi-
mos aos encontrados na literatura.Aplican-
do campos elétricos para amostras de
GaAs:Si e presenga de impurezas foi con-
firmada e identificada como sendo Cr.

0 fendmeno do PPC ndo foi detecta-
do para a amostra de AlyGaj-yxAs mostrando
que o tipo da impureza profunda nao €& o
centro DX.
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